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Super Fast Recovery Diode
     RFN1L6S

Series Dimensions (Unit : mm)      Land size figure (Unit : mm)

Standard Fast Recovery

Applications

General rectification

Features

1)Small power mold type.（PMDS）     Structure

2)Low switching loss

3)Low forward voltage

Construction

Silicon epitaxial planer

Absolute maximum ratings (TI=25C)

Symbol Limits Unit

VRM 600 V
VR 600 V

Tj 150 C
Tstg 55 to 150 C

Electrical characteristics (Tj=25C)

Symbol Min. Typ. Max. Unit

VF － 1.15 1.45 V

IR － 0.01 1 μA

trr － 25 35 ns

Thermal resistance Rth(j-l) － － 23 °C/W

Taping dimensions (Unit : mm)

Parameter Conditions

Average rectified forward current Io

Reverse voltage 

Repetitive peak reverse voltage 

Junction temperature

Forward current surge peak IFSM
60Hz half sin wave, Non-repetitive 

ConditionsParameter

Storage temperature

junction to lead

Reverse recovery time

Reverse current

IF=0.8A

VR=600V

IF=0.5A,IR=1A,Irr=0.25×IR

Forward voltage

D≤0.5

Direct voltage
Glass epoxy substrate mounted

R-road, 60Hz half sin wave
Tl=115°C

one cycle peak value, Tj=25°C
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REVERSE VOLTAGE：VR(V) 
VR-IR CHARACTERISTICS 

1

10

100

0 5 10 15 20 25 30

f=1MHz 

C
AP

AC
IT

AN
C

E 
BE

TW
EE

N
 

TE
R

M
IN

AL
S:

C
t(p

F)
 

REVERSE VOLTAGE:VR(V) 
VR-Ct CHARACTERISTICS 

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

VF DISPERSION MAP 

FO
R

W
AR

D
 V

O
LT

AG
E:

V
F(

m
V)

 

AVE:1110mV 
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Notice

ROHM  Customer Support System
http://www.rohm.com/contact/

Thank you for your accessing to ROHM product informations. 
More detail product informations and catalogs are available, please contact us.

N o t e s



                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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